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3 元系 Mo 酸化物の磁性と伝導 

1. 研究目的 
La5Mo4O16には MoO6の八面体が ab 面に正方格子を

組んだ層があり，その層を非磁性の Mo2O10クラスター

が繋いでいる疑 2 次元構造である。この物質は複雑な

磁性を示すことが報告されている[1]。本研究の目的

は，この物質の磁性の詳細を調べ，磁性転移に伴う物

性の変化を調べることである。 
2. 実験方法 

La5Mo4O16 は固相反応法での多結晶の試料作製が困

難なため，溶融塩電解法[2]を用いて単結晶を作成し

た。まず，La2O3:Na2MoO4:MoO3を 2.5:2.0:1.0 の比で混

合し，るつぼに入れる。このるつぼ中の原料に電極端

子を差し込み，電気炉で 1070℃まで加熱し融解させ

る。ここで電極端子に 100mA の電流を 30 分間流すと

陰極側に結晶が析出する。このようにして得られた試

料について X 線回折，磁化率測定，誘電率測定を行っ

た。 
3. 実験結果及び考察 
磁化率測定では磁場が c-axis 方向の温度依存性を図

1 に示す。c-axis 方向に 0.1T の磁場をかけたとき，190K
でカスプが存在するので，TN=190K は反強磁性の転移

点であると考えられる。しかし，T<TM=60K では磁化

率が上昇し強磁性的な振る舞いを示す。すなわち，TM

で反強磁性から強磁性への転移が起きていることを意

味している。一方，磁場を 5T かけたときは T<TNで強

磁性的な振る舞いをしている。このことは，TM<T<TN

で磁場によるメタ磁性転移が起こることを示唆してい

る。 
そこで，温度が 10K と 150K のときの磁場を c 軸方

向へかけたときの磁化率の磁場依存性を測定した。そ

れぞれの測定結果を図 2(a)，(b)に示す。10K では強磁

性的なヒステリシスが存在する。150K では磁場が

H0=0.5T のところで磁化率が急激に増大する。すなわ

ち TM<T<TNで c 軸方向に磁場 H> H0をかけることでメ

タ磁性転移することを意味している。この結果と Mo
を V で置換した多結晶の La5Mo2.75V1.25O16の中性子散

乱による磁気構造の結果[3]と合わせると，ab 面内で

Mo4+ (4d2)と Mo5+ (4d1)がフェリ磁性的に整列し自発磁

化を持つ。この自発磁化が TM<T<TNでは面間で反強磁

性(Interlayer AFM)に整列しているが，T<TM，または

TM<T<TNにおいて c-axis 方向に磁場 H> H0をかけるこ

とで，面間で強磁性(Interlayer FM)に整列することが予

想される。 
誘電率測定において，図 3 のように TMで誘電率の 

減少が見られた。このことは TMで面間反強磁性から面

間強磁性となり，誘電率が減少することを示唆してい

る。よって，磁場 H0を c-axis 方向にかけると，TM<T<TN

で面間強磁性となり，誘電率が減少することが期待で

きる。 
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図 1. La5Mo4O16の c-axis 方向の磁化率の温度依存性 
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図 2. La5Mo4O16の c-axis 方向の磁化率の磁場依存性 
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図 3 La5Mo4O16の c-axis 方向の誘電率測定 
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